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Beschreibung 

Nicht-leitendes, ein Band oder einen Nutzen bildendes Sub- 
strat, auf dem eine Vielzahl von Tragerelementen ausgebildet 
5 ist 

Ein Tragerelement , das aus einem solchen Substrat herausge- 
trennt ist, ist aus den Figuren 8 und 9 der EP 0 671 705 A2 
bekannt . Das dortige Tragerelement ist zum Einbau in eine 

10 Chipkarte vorgesehen, die sowohl kontaktbehaf tet uber eine 
Anzahl von Kontakt f lachen als auch kontaktlos uber eine An- 
tennenspule, beispielsweise uber transf ormatorische Kopplung, 
betrieben werden kann. Tragerelemente fur Chipkarten dienen 
der mechanischen Halterung des Halbleiterchips und weisen au- 

15 Serdem die zur Kontaktierung des Chips notigen Kontaktf lachen 
auf. Sie werden sowohl in rein kontaktbehaf teten Chipkarten 
eingesetzt, so daS ein Zugriff auf den Halbleiterchip nur 
uber die Kontaktf lache moglich ist, als auch in sogenannten 
Kombikarten, bei denen zusatzlich ein kontaktloser Zugriff 

20 mittels Leiterschleif en in der Karte und/oder auf dem Trager- 
element oder dem Halbleiterchip moglich ist. Die Leiter- 
schleifen werden zu diesem Zweck mit Spulenanschliissen des 
Halbleiterchips verbunden . 

T25 Die Tragerelemente werden ublicherweise nicht einzeln, son- 
dern auf einem langen Band oder einem groSf lachigen Nutzen 
aus einem nicht-leitenden Material in grofien Stuckzahlen her- 
gestellt. Dieses - im folgenden als Substrat bezeichnete - 
Band oder der Nutzen werden zusatzlich durch beispielsweise 

3 0 Stanzen von Ausnehmungen strukturiert und dann einseitig mit 
einer Kupferfolie kaschiert, die anschlieSend beispielsweise 
durch Atzen strukturiert wird, so dalS die Kontakt f lachen fur 
die einzelnen Tragerelemente gebildet werden . Alle leitenden 
Strukturen sind zunachst noch durch schmale Leitungen elek- 

35 trisch leitend miteinander verbunden, um eine galvanische 
Oberf lachenveredelung durchfiihren zu konnen . 
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Die Halbleiterchips werden auf der den Kontaktf lachen gegen- 
iiberliegenden Seite des Substrats befestigt und mittels Bond- 
drahte durch die Ausnehmungen elektrisch mit den Kontaktfla- 
chen verbunden. Vor einem Funkt ionstest der Halbleiterchips, 
5 der noch im Band oder Nutzen stattfindet, werden die schmalen 
Leitungen mittels Stanzen durchtrennt, so daS die Kontaktf la- 
chen elektrisch voneinander isoliert sind. 

Beim Tragerelement der EP 0 671 705 A2 ist die elektrische 
10 Verbindung zwischen dem Halbleiterchip und den Kontaktf lachen 
uber Drahtverbindungen (Bonddrahte) realisiert. Beim Versand 
[9 der Chipkarten auf dem Postweg werden diese iiber Brief sor- 
tieranlagen transport iert und sortiert. Dabei werden die in 
der Chipkarte befindlichen Tragerelemente einem hohen mecha- 
15 nischen Biegestress ausgesetzt, der durch Richtungsanderungen 
innerhalb der Brief sort ieranlage bedingt ist. Aufgrund der 
hohen Durchlauf geschwindigkeiten, haufigen Richtungswechsel 
iiber bewegliche Rollen, die liblicherweise einen Durchmesser 
von zirka 40 mm aufweisen, und anderen konstrukt iven Merkma- 
2 0 len einer Brief sort ieranlage ist das Tragerelement zudem sehr 
hohen kinetischen Kraften ausgesetzt. 


Die auftretenden Krafte konnen im Einzelfall dazu fuhren, daS 
^ entweder der Halbleiterchip oder die Drahtverbindungen beim 
^5 Durchlaufen der Brief sortieranlage beschadigt werden. Es ist 
deshalb iiblich, die auftretenden Krafte durch Erhohung des 
Modulbiegewiderstandes im- Halbleiterchip- und Drahtverbin- 
dungsbereich zu entkraften. Urn eine Beschadigung des Halblei- 
terchips zu vermeiden, schlagt die DE 298 18 829 Ul vor, eine 
3 0 flachige Auflage auSerhalb der eigentlichen Halbleiterchip- 
flache auf die Chipkarte auf zubringen, urn eine Ubertragung 
des elastischen Anprefidrucks einer Transportwalze der Brief- 
sortieranlage auf die Chipflache zu vermeiden. 


35 


Alternativ ist es aus dem Stand der Technik bekannt , harte . 
Abdeckmassen, die den Halbleiterchip und die Drahtverbindun- 
gen auf dem Tragerelement umgeben, mit einem hohen Elastizi- 


i t 
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tats-Modul einzusetzen. Zur Erhohung des Modulbiegewiderstan- 
des zur Entkraftung der im Halbleiterchip- und Drahtbereich 
auftretenden Krafte kann auch ein sogenannter Hotmelt -Kleb- 


5 durch einen Sandwich- Aufbau noch verstarkt werden konnen, un- 
terstiitzen die oben genannte Matenahme wirkungsvoll . Eine wei- 
. tere MaSnahme sind die Einfiihrung von Soil -Knickstellen und 
Barrieren gegen eine Kraf teinleitung im Bereich des Halblei- 
terchips und der Drahtverbindungen . An den Soil -Knickstellen 
10 knickt das Tragerelement ab und verhindert somit Risse in der 
Drahtverbindung oder einen Bruch des Halbleiterchips . 


Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung es daher, ein Trager- 
element, das auf einem Substrat hergestellt wird, anzugeben, 
15 bei dem eine hohe mechanische Zuverlassigkeit , insbesondere 
bei auf das Tragerelement einwirkenden Biegebelastungen, ge- 
geben ist. Die auf einem nicht-leitenden Band oder einem Nut- 
zen ausgebildeten Tragerelemente sollen dariiber hinaus eine 
optimale Layout -Ausfuhrung fur Hochvolumen-Prozesse aufwei- 


Diese Aufgabe wird gemaS Anspruch 1 durch ein nicht-leiten- 
des, ein Band oder einen Nutzen bildendes Substrat gelost, 
r auf dem eine Vielzahl an Tragerelementen, insbesondere zum 
z5 Einbau in eine Chipkarte, ausgebildet ist, die jeweils durch 
eine Begrenzungslinie gebildet sind, welches Substrat eine 
Kontaktseite und eine der Kontaktseite gegeniiberliegende Ein- 
satzseite aufweist, wobei die Einsatzseite mit einer leiten- 
den Einsatzseitenmetallisierung versehen ist, die derart aus- 
30 gebildet ist, daS eine elektrische Verbindung zwischen der 

Einsat zseitenmetalliesierung und Kontaktstellen einer spater 
auf die Einsatzseite auf zubringenden integrierten Schaltung 
mittels Flip- Chip -Kontakt ierung erfolgen kann. 


stoff verwendet werden. Dessen elastische Eigenschaf ten, die 



20 


sen . 


35 


Die Erfindung ermoglicht eine mechanisch belastbares, kon- 
taktloses Chipmoudul . Bereits dadurch, daS anstatt der ubli- 
chen elektrischen Verbindung zwischen der integrierten Schal- 


i r 

P2001, 0655 


DE E 


4 

tung (Halbleiterchip) und der Einsat zseitenmetallisierung 
mittels Bonddrahten eine an sich bekannte Flip-Chip- 
Kontaktierung vorgesehen wird, erhoht sich die mechanische 
Belastbarkeit und somit auch die Zuverlassigkeit eines Tra- 
5 gerelementes erheblich. Dariiber hinaus la£t sich auch die 

Durchlauf geschwindigkeit bei der Fertigung signifikant stei- 
gern, da bereits mit dem Aufbringen der integrierten Schal- 
tung auf die Einsatzseite des Substrates alle elektrischen 
Verbindungen auf einmal hergestellt werden konnen. Bei einer 

10 konventionellen elektrischen Verbindung mittels Bonddrahten 
muS jeder Bonddraht hingegen separat mit einer Draht-Bond- 
Maschine hergestellt werden. Eine Flip-Chip-Kontaktierung ist 
zudem gegenuber Drahtverbindungen mechanisch stabiler, da die 
zwischen der Einsat zseitenmetallisierung und den Kontaktstel- 

15 len der integrierten Schaltung vorgesehenen Lotballungen fur 
einen elastischen Ausgleich bei auftretenden Biegebelastungen 
sorgen konnen. 

Innerhalb jeder Begrenzungslinie weist die Einsatzseitenme- 
2 0 tallisierung eine Mehrzahl an Kontaktelementen auf, die zu- 
mindest teilweise zur Kontakt ierung mit Flip-Chip-Kontakten 
der integrierten Schaltung vorgesehen sind. Mit anderen Wor- 
ten bedeutet dies, da£ in einer Ausgestaltung jedes Kontakte- 
Jl lement einer Kontaktstelle der integrierten Schaltung zuge- 
2 5 ordnet sein kann. Bevorzugt sind jedoch auch Kontaktelemente 
vorhanden, die keine elektrische Verbindung zu einer Kontakt- 
stelle der integrierten Schaltung aufweisen. Hierdurch kann 
das Substrat durch diese Kontaktelemente mechanisch stabili- 
siert werden. Es wird eine Erhohung des Modulbiegewiderstan- 
30 des durch die nicht kontaktierten Kontaktelemente erzielt. 

Wird ebenfalls auf der Kontaktseite des Substrates eine Kon- 
taktseitenmetallisierung vorgesehen, so ist die Realisierung 
eines rein kontaktbehaf teten Chipmodules oder eines hybriden 
35 Chipmodules moglich, das auch iiber die Einsatzseitenmetalli- 
sierung mit einer Antennenspule einer Chipkarte verbunden 
werden kann. 


P2001, 0655 DE E 


5 

Bevorzugt umfafit die Kontaktseitenmetallisierung eine Mehr- 
zahl an elektrisch getrennten Kontaktf lachen innerhalb jeder 
Begrenzungslinie, die in einer bevorzugten Ausgestaltung als 
5 ISO-Kontaktf lachen ausgebildet sein konnen. 

Die Kontaktf lachen der Kontaktf lachenmetallisierung weisen 
zumindest teilweise eine elektrische Verbindung zu den Kon- 
taktelementen der Einsat zseitenmetallisierung auf, wodurch 
10 ein Signalpfad zwischen den extern zuganglichen Kontaktf la- 
chen und der integrierten Schaltung geschaffen ist. Die elek- 
0 trische Verbindung wird vorzugsweise jeweils mittels einer 

durch das Substrat reichenden Durchkontakt ierung hergestellt. 

15 Die Durchkontakt ierungen konnen dabei nicht an jeder beliebi- 
gen Stelle der Kontaktf lachen beziehungsweise Kontaktelemente 
vorgenommen werden. Es sind namlich vorgegebene ISO-Normen zu 
beachten, die eine klar definierte f reizuhaltende Flache vor- 
geben. Hierdurch bedingt ist die Lage der Durchkontaktierun- 

20 gen eingeschrankt . Die Durchkontakt ierungen sind deshalb vor- 
zugsweise jeweils in einem Durchkontaktierungsbereich der 
Kontaktf lachen der Kontaktseitenmetallisierung angeordnet , 
der nicht zum Kontaktieren mit einem externen Lesegerat (ISO- 
^ Feld) bestimmt ist. 

25 

In einer bevorzugten Ausgestaltung weist die Kontaktseitenme- ' 
tallisierung Bereiche innerhalb jeder Begrenzungslinie auf, 
die ein erhohtes Widerstandsmoment im Bereich der spater auf- 
gebrachten integrierten Schaltung bewirken. Diese Bereiche 

3 0 sind vorzugsweise flachig ausgefiihrt und erstrecken sich we- 
nigstens uber die Lange einer Seitenkante der integrierten 
Schaltung. Die ein erhohtes Widerstandsmoment bewirkenden Be- 
reiche dienen dazu, Soll-Biegelinien innerhalb des Tragerele- 
mentes zu definieren. Die Soll-Biegelinien verlaufen dabei 

35 aufierhalb des Bereiches, in dem die integrierte Schaltung an- 
geordnet wird. Vorzugsweise erstrecken sich die Soil- 
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Biegelinien parallel zu den Seitenkanten der integrierten 
Schaltung . 

Zur Definition dieser Soli -Biegelinien kreuzen die Bereiche 
mit erhohtem Widerstandsmoment eine Symmetrielinie , die zwi- 
schen den gegeniiberliegenden Kontaktf lachen der Kontaktfla- 
chenmetallisierung gebildet ist. 

Die Kontaktelemente der Einsatzseitenmetallisierung, die in- 
nerhalb der Begrenzungslinien gelegen sind, sind vorzugsweise 
in Form von Leiterzugen ausgebildet, die jeweils ein erstes 
und ein zweites Ende aufweisen. Das erste Ende des Leiterzu- 
ges uberlappt erf indungsgemaS mit einer der Durchkontaktie- 
rungen und steht mit dieser in elektrischer Verbindung. Das 
zweite Ende hingegen weist eine erste Kontakt f lache zur Kon- 
taktierung mit einer Kontaktstelle der integrierten Schaltung 
auf . 

In einer vorteilhaf ten Ausgestaltung weisen zumindest manche 
der Leiterzuge zumindest eine weitere Kontaktf lache auf, die 
mit der ersten Kontaktf lache des Leiterzuges entweder direkt 
oder iiber einen Abschnitt des mit der etsten Kontaktf lache 
verbundenen Leiterzuges in elektrischem Kontakt steht oder 
die mit dem Leiterzug iiber einen Leiterzugabzweig in elektri- 
schem Kontakt steht, wobei die weiteren Kontaktf lachen je- 
weils zur Kontaktierung mit einer Kontaktstelle der inte- 
grierten Schaltung vorgesehen sind. Ein vorzugsweise als Lei- 
terzug ausgebildetes Kontaktelement der Einsat zseitenmetalli - 
sierung kann folglich am oder in der Nahe des zweiten Endes 
mehr als eine Kontaktf lache aufweisen. Es wird jedoch iibli- 
cherweise nur eine dieser Kontaktf lachen mit einer Kontakt- 
stelle der integrierten Schaltung verbunden. 

Das Vorsehen mehrerer Kontaktf lachen ermoglicht es, daS ver- 
schiedene Kontaktstellen-Layouts der integrierten Schaltung 
beriicksichtigt werden konnen. Hierdurch kann der Logistik- 
beziehungsweise Lageraufwand gering gehalten werden, da 
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grundsatzlich nur ein Substrat bereitgestellt werden mu£, um 
unterschiedliche integrierte Schaltungen verbinden zu konnen. 
Die zwei oder mehreren Kontaktf lachen eines Kontaktelementes 
konnen dabei in unmittelbarer Nachbarschaf t zueinander gele- 
gen sein, das heifit ineinander ubergehen und somit eine Kon- 
taktf lache mit grofierer Flache bilden. Die Kontaktf lachen 
konnen aber auch beabstandet voneinander ausgefuhrt sein und 
durch einen Leiterzugabschnitt oder einen Leiterzugabzweig, 
das heiSt eine Gabelung des Leiterzuges , miteinander in elek- 
trischer Verbindung stehen. 

Eine weitere Ausbildung sieht vor, date die Kontaktf lachen und 
die weiteren Kontaktf lachen eines Kontaktelementes der Ein- 
satzseitenmetallisierung derart ausgestaltet sind, dafi sie 
als Kontrollmarken beim Aufbringen der integrierten Schaltung 
dienen, in denen die Kontaktf lachen liber die Seitenkanten der 
integrierten Schaltung geringfugig hinausragen. Hierdurch ist 
es moglich, die Ablagegenauigkeit der integrierten Schaltung 
visuell schnell iiberprufen zu konnen, da bei einem "sauberem" 
Bestuckvorgang immer ein Teil der Kontaktf lache eines Kontak- 
telementes iiber die Seitenkante der integrierten Schaltung 
iibersteht. Die Kontaktf lachen werden folglich groSer als ei- 
gentlich notwendig ausgefuhrt. Die groSere Kontaktf lache er- 
hoht dariiber hinaus gleichzeitig die "Treff erf lache " fur die 
Kontaktstelle der integrierten Schaltung bei dem Bestuckungs- 
vorgang. An Stellen, an denen diese VergroSerung der Kontakt- 
f lache nicht moglich ist, konnen auch andere Metallisierungs- 
strukturen zusatzlich zu den Kontaktf lachen der Kontaktele- 
mente eingefuhrt werden. 

Eine weitere Ausbildung sieht vor, daS zumindest manche der 
Leiterziige der Kontaktelemente mit flachigen Metallisierungen 
versehen sind, die zur Erhohung der Biegesteif igkeit des Sub- 
strates dienen. Die Ausfuhrung der Kontaktelemente als Lei- 
terziige bedingt zunachst, daS zunachst nur ein kleiner Teil 
der Flache innerhalb der Begrenzungslinie , die das Tragerele- 
mente definiert, metallisiert ist. Je groSer die metallisier- 
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te Flache auf der Einsatzseite des Tragerelementes ist, desto 
biegesteifer wird das Tragerelement . Im Ergebnis wird durch 
diese Ausgestaltung sichergestellt , daS ein mehr oder minder 
beidseitig metallisiertes Substrat bereitgestellt wird. Die 
Steifigkeit eines derart ausgebildeten Tragerelementes lafit 
sich daruber hinaus auch durch die Dicke der Einsat zseiten- 
beziehungsweise Kontaktseitenmetallisierung steuern. Die fla- 
chigen Metallisierungen sind dabei vorzugsweise innerhalb der 
jeweiligen Begrenzungslinien eines Tragerelementes ausgebil- 
det . 

Zur Vermeidung von Kurzschliissen werden die flachigen Metal- 
lisierungen, die mit den Leiterziigen der Einsatzseitenmetal- 
lisierung verbunden sind, in einem Bereich auSerhalb der spa- 
ter auf zubringenden integrierten Schaltung vorgesehen. 

Ublicherweise weist ein Substrat, auf dem die Tragerelemente 
wahrend der Herstellung ausgebildet sind, Indexierungslocher 
auf. Zur Versteifung des Substrates sind auf der Einsatzseite 
und/oder der Kontaktseite die Indexierungslocher von Metalli- 
sierungen umgeben. Hierdurch kann das Handling der Substrate 
wahrend der Fertigung verbessert werden. 

Das Substrat ist in einer vorteilhaf ten Ausgestaltung daruber 
hinaus mit Just iermarken fur die Orientierung von Bestuk- 
kungsmaschinen versehen, wobei die Just iermarken Bestandteil 
der Einsatzseiten- und/oder der Kontaktseitenmetallisierung 
sind und bevorzugt im Bereich auSerhalb jeweiliger Begren- 
zungslinien gelegen sind. Eine Anbindung der Just iermarken an 
die Kontaktf lachen der Kontaktf lachenmetallisierung innerhalb 
jeweiliger Begrenzungslinien ist ebenfalls denkbar. 

Zur weiteren Erhohung der Steifigkeit des Substrates und so- 
mit fur ein besseres Handling weist das Substrat Querstege 
zwischen benachbarten Tragerelementen auf, die Bestandteil 
der Einsatzseiten- oder Kontaktseitenmetallisierung sind. 
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In einer weiter vorteilhaf ten Ausgestaltung umfafet die Ein- 
satzseitenmetallisierung im Bereich der spater auf zubringen- 
den integrierten Schaltung Abstandshalter , die fur eine Plan- 
parallelitat zwischen der integrierten Schaltung und der Ein- 
5 satzseite des Substrates sorgen. Diese Abstandshalter, die 
ebenfalls Teil der Einsat zseitenmetallisierung sein konnen, 
aber nicht miissen, tragen dazu bei, daS sich die integrierte 
Schaltung beim Aufbringen auf das Tragerelement nicht durch- 
biegt . Das Aufbringen des sogenannten "Underfill" wird hier- 
10 durch ebenfalls erleichtert . Beim Ausharten des Underfills, 
das ublicherweise unter Druck erf olgt , wird somit ebenfalls 
£' eine Durchbiegung vermieden. 

In einer weiteren Ausgestaltung ist auf der Einsatzseite des 
15 Substrates ein Versteif ungsrahmen angeordnet, der den Be- 
reich, der fur die spater auf zubringende integrierte Schal- 
tung vorgesehen ist, umgibt . Bevorzugt ist der Versteif ungs- 
rahmen Teil der Einsatzmetallisierung, wobei dieser im Kreu- 
zungs- oder Uberlappungsbereich mit Kontaktelementen der Ein- 
20 satzseitenmetallisierung Unterbrechungen aufweist zur Vermei- 
dung von Kurzschliissen . Denkbar ist jedoch auch, daS der Ver- 
steif ungsrahmen aus einem nicht-leitenden Material besteht 
und den Bereich der integrierten Schaltung vollstandig um- 
gibt. 

^5 

Ublicherweise besteht das Substrat aus einem Epoxy-Trager- 
band. Diese weisen eine Dicke von 110 /im auf, auf die dann 
der Kleber und darauf die Metallisierung (en) aufgebracht wer- 
den. Durch das beidseitige Metallisieren wird das Substrat 

3 0 zwar sehr steif , jedoch auch verhaltnismaSig teuer. Vorzugs- 
weise besteht das Substrat deshalb aus PEN, PET, PI oder Pa- 
pier, das gemaS den oben aufgefiihrten Ausgestaltungsf ormen 
metallisiert und gegebenenf alls durchkontakt iert ist. Bei 
Verwendung der oben genannten Material ien brauchen die Ein- 

35 satzseiten- und Kontaktseitenmetallisierung nicht auflami- 
niert werden, sondern sie konnen aufgewachsen werden. Hier- 
durch kann auf einen Klebstoff verzichtet werden und die Me- 
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10 

talli.sierungen konnen wesentlich diinner ausgefuhrt werden. 
Eine durch einen Auf wachsprozeS erzeugte Kontaktseiten- und 
Einsatzseitenmetallisierung ermoglicht eine Dicke von weniger 
als 5 fim. Die Dicke des Substrates mit einem der obigen Mate- 
rialien betragt dann vorzugsweise in etwa 50 oder 70 /zm. Je- 
doch sind selbstverstandlich auch andere Dicken moglich, 
falls dies fur das Handling vorteilhaft ist . Die Substitution 
des Epoxy-Tragersubstrates ermoglicht insgesamt ein wesent- 
lich diinneres Tragerelement . 


Die Substitution des Exoxyd-Substrates durch andere Materia- 
ls lien ist- erst durch die Flip-Chip-Kontaktierung moglich, da 
hier maximale Verarbeitungstemperaturen von zirka 140°C auf- 
treten, wahrend bei konvent ionellen Chipmodulen, die sich ei- 
15 ner elektrischen Verbindung uber Bonddrahte bedienen, Tempe- 
raturen von zirka 230°C auftreten. Erst der Einsatz der Flip- 
Chip-Technologie ermoglicht somit die Verwendung neuerer und 
kostengunstigerer Materialien, was insbesondere in einem 
Hochvolumen-HerstellungsprozeS von groSer Bedeutung ist. 


Die Erfindung wird nachfolgend anhand mehrerer Ausfiihrungs- 
beispiele mit Hilfe von Figuren naher erlautert . Dabei zei- 
gen : 

Figur 1 die Kontaktseitenansicht eines Ausschnittes aus ei- 
nem Substratband in einem ersten Ausf iihrungsbei - 
spiel, 


Figur 2 die Einsat zseitenansicht eines Ausschnittes aus ei- 
3 0 nem Substratband gemaS dem ersten Ausf iihrungsbei - 

spiel , 


35 


Figur 3 


die Kontaktseitenansicht eines Ausschnitts aus ei- 
nem Substratband gemaS einem zweiten Ausfiihrungs- 
beispiel , 
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Figur 4 die Einsatzseitenansicht eines Ausschnittes aus ei- 
nem Substratband gemaS dem zweiten Ausf iihrungsbei - 
spiel, 

5 Figur 5 eine detailliertere Darstellung der Kontaktseite 
eines Tragerelementes gema.6 dem zweiten Ausfiih- 
rungsbeispiel , 

Figur 6 eine detailliertere Ansicht der Einsatzseite eines 
10 Tragerelementes gemaS dem zweiten Ausf iihrungsbei - 

spiel, 

Figur 7 die Kontaktseitenansicht eines Ausschnittes aus ei- 
nem Substratband eines dritten Ausf iihrungsbei spie- 
15 les, 

Figur 8 die Einsatzseitenansicht eines Ausschnittes aus ei- 
nem Substratband gemafe dem dritten Ausf iihrungsbei - 
spiel , 

20 

Figur 9 eine detailliertere Darstellung der Einsatzseite 
eines Tragerelementes gemaS dem dritten Ausfiih- 
r ung sbeispiels und 

25 Figur 10 eine detaillierte Darstellung der Einsatzseite ei- 
nes Tragerelementes eines vierten Ausf iihrungsbei - 
spieles. 

Die Figur 1 zeigt einen Ausschnitt aus einem Band 1, auf dem 
30 vier Tragerelemente 11 paarweise ausgebildet sind. Es ist al- 
lerdings moglich, eine groSere Anzahl als zwei Tragerelemente 
11 nebeneinander auf dem Band 1 anzuordnen. Das Band 1 be- 
steht aus einem nicht-leitenden Substrat 10, wobei als Mate- 
rial beispielsweise glasf aserverstarktes Epoxydharz, PEN, 
3 5 PET, PI oder Papier genommen werden kann. Die Verwendung der 
let ztgenannten Materialien weist den Vorteil auf, daS diese 
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gegenuber dem Epoxydharz eine um die Halfte verringerte Dicke 
aufweisen. 

Das Substrat 10 weist I ndexi erungs locher 16 entlang beider 
5 Rander auf , die dem Weitertransport mittels in die Indexie- 
rungslocher 16 eingreif ender Mitnehmer, beispielsweise bei 
der Bestiickung des Bandes mit den integrierten Schaltungen, 
dienen. Die AuSenkontur eines jeden Tragerelementes 11 ist 
jeweils durch eine strich-punktierte Begrenzungslinie 12 an- 

10 gedeutet. Die fertig bestiickten Tragerelemente werden entlang 
dieser Begrenzungslinien 12 aus dem Band 1 gestanzt oder 

Ik sonst wie herausgetrennt . 

Die vorliegende Figur 1 zeigt die Kontaktseite des Substrates 
15 10. Das nicht-leitende Substrat 10 ist beispielsweise mit ei- 
ner Metallfolie, vorzugsweise einer Kupferfolie, kaschiert . 
Durch anschlieSendes Atzen wurde diese Metallfolie struktu- 
riert, so daS Kontakt f lachen 31 innerhalb der Begrenzungsli- 
nie 12 sowie weitere Kontaktf lachen, die aulSerhalb der Be- 
2 0 grenzungslinie 12 des Tragerelementes liegen, entstanden. Die 
Kontaktf lachen 31 und die weiteren Kontaktf lachen sind iiber 
schmale Leitungen alle in bekannter Weise miteinander verbun- 
den. Diese elektrische KurzschluS ist notig, wenn die Kon- 
. taktflachen 31 und die weiteren Kontaktf lachen galvanisch 

2 5 oberf lachenveredelt werden. 

Bei der Verwendung von PEN, PET, PI oder Papier als Substrat- 
material anstelle des Epoxydharzes brauchen die Kontaktfla- 
chen 31 nicht auflaminiert werden, sondern sie konnen in ei- 

3 0 nem Auf wachsprozeS aufgebracht werden. Hierzu wird zunachst 

auf das Substrat eine wenige Nanometer dicke Metallschicht , 
zum Beispiel aus Kupfer, auf gesputtert . Nach dem Stanzen der 
Durchkontaktierung findet eine galvanische Nachverstarkung 
statt, so daS die zunachst noch ganzflachige Metallisierung 
35 eine Dicke von einigen jj,m auf weist . Im nachsten Schritt wird 
die Metallisierung in der gewunschten Form strukuriert und 
galvanisch, zum Beispiel mit Nickel und Kupfer, veredelt . Die 
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galvanische Veredelung konnte auch stromlos erfolgen, wodurch 
ein elektrischer KurzschluS zwischen den Kontaktf lachen und 
den weiteren Kontaktf lachen nicht notwendig ist. Das erfin- 
dungsgemafie Vorgehen ermoglicht einen Verzicht auf die Ver- 
5 wendung von Klebstoff zum Aufbringen der Metal 1 i sierung . Zu- 
dem kann die Kontaktseitenmetallisierung wesentlich dunner 
ausgefiihrt werden, wodurch Kosteneinsparungen moglich sind. 
Ublicherweise weist die Kontaktseitenmetallisierung dann nur 
noch eine Dicke von weniger als 40 /im auf. Das Substrat be- 
10 ziehungsweise die Dicke des Substrates kann den Bedurfnissen 
an das Handling angepaSt werden. Ubliche Substratdicken sind 
50 bis 125 fjim, wobei selbstverstandlich auch andere Dicken 
moglich sind . 

15 Urn die Indexierungslocher 16 herum sind Metallisierungen 35 
vorgesehen, die jeweils durch einen Steg miteinander verbun- 
den sind. Die Metallisierungen 35 tragen dazu bei, daS die 
Steifigkeit und somit das Handling des Substrates 10 bezie- 
hungsweise des Bandes 1 verbessert wird. 

20 

Die Figur 2 zeigt die andere Seite (also die Einsatzseite) 
des Substrates 10, auf der die (nicht dargestellte) inte- 
grierte Schaltung montiert wird. Die auf der Einsatzseite 14 
^ aufgebrachte Einsatzseitenmetallisierung 20, die aus den Lei- 
-25 terstrukturen 26, 24, 22, 28, 17, 18 besteht, kann durch Me- 
tallfolien kaschieren und atzen erzeugt werden. Alternativ 
kann die Einsatzseitenmetallisierung, wie bereits zur Figur 1 
beschrieben, durch einen Auf wachsprozeiS entstanden sein. 

30 Das Substrat 10 ist relativ flexibel. In einer Chipkarte wiir- 
de eine darauf montierte integrierte Schaltung erheblichen 
Biegebelastungen ausgesetzt sein. GroSere Halbleiterchips 
konnten sogar brechen. Aus diesem Grund wird ein (in Figur 2 
nicht dargestellter) Verstarkungsrahmen auf der Einsatzseite 

35 des Tragerelementes urn den Bereich der integrierten Schaltung 
herum auf gebracht . Der Verstarkungsrahmen ist vorzugsweise 
aus Metall, er kann aber auch aus einem anderen Material be- 
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stehen. Da die Tragerelemente iiblicherweise in die Chipkarte 
eingeklebt werden, mufi entlang des Randes der Tragerelemente 
Platz fur den Kleber sein, so daS der Verstarkungsrahmen nur 
knapp auSerhalb des Bereichs der Kontaktf lachen 24, die Be- 
5 standteil der Einsatzseitenmetallisierung 20 sind, verlauft. 
Ein entsprechendes Ausf lihrungsbei spiel ist in Figur 10 darge- 
stellt . 

Im nachf olgenden wird auf besondere konstruktive Ausgestal- 
10 tungen der Einsatzseiten- und Kontaktseiterimetallisierung 
eingegangen. 

• 

Die Einsatzseitenmetallisierung weist eine Mehrzahl an Kon- 
taktelementen 21 auf, die im vorliegenden Ausf iihrungsbeispiel 

15 gemalS Figur 2 jeweils zur spateren Kontakt ierung mit Kontakt- 
stellen der integrierten Schaltung vorgesehen sind. Die Kon- 
taktelemente 21 sind in Form von Leiterzugen 26 mit jeweils 
einem ersten Ende 22 und einem zweiten Ende 23 ausgefuhrt. 
Das erste Ende 22 weist beispielhaft jeweils einen ringformi- 

20 gen Verlauf auf, dessen Zentrum mit einer Durchkontaktierung 
verbunden ist. Prinzipiell konnte das erste Ende 22 jede be- 
liebige Form, zum Beipiel rechteckig, ellipsoid, polygonfor- 
mig, usw. , aufweisen. Die Durchkontaktierung 15 erstreckt 
sich durch das Substrat hindurch bis zu entsprechenden Kon- 
^25 taktf lachen 31. Die zweiten Enden 23 sind jeweils mit einer 
hier in etwa quadratisch ausgebildeten Kontaktf lache 24 ver- 
sehen. Die Anordnung der Kontaktf lachen 2 4 entspricht dabei 
der Anordnung der Kontaktstelle des hier nicht gezeigten 
Halbleiterchips . In welcher Weise die Kontaktelemente der 

30 Einsatzseitenmetallisierung zu den Kontaktf lachen 31 der Kon- 
taktseitenmetallisierung angeordnet sind, ergibt sich aus der 
Figur 1. Die Kontaktf lachen 24 der Einsatzseitenmetallisie- 
rung kommen in dem vorliegenden Beispiel in einem als Kon- 
taktflache ausgebildeten Zentralbereich 34 der Kontaktseiten- 

35 metallisierung zum Liegen. In diesem Zentralbereich wird die 
(aus Figur 1 nicht ersichtliche) integrierte Schaltung (auf 
der Einsatzseite) angeordnet. 
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In dem rechten oberen Tragerelement der Figur 1 sind die 
durch eine ISO-Norm festgelegten Bereiche 37 ersichtlich. 
Innerhalb der mit dem Bezugszeichen 3 7 gekennzeichneten Fla- 
5 che kommen die Kontaktstif te eines Lesegerates zum Liegen. 

Der von dem ISO-Feld 37 eingenommene Bereich muS aufgrund der 
Vorschriften frei von einer Durchkontakt ierung sein. Als 
Durchkontaktierungsbereiche 33 kommen somit nur noch diejeni- 
gen Bereiche jeder Kontakt f lache 31 in Frage, die auSerhalb 

10 des ISO-Feldes 37 gelegen sind. Im vorliegenden Ausfuhrungs- 
beispiel der Figur 1 befinden sich die Durchkontakt ierungsbe- 
|^ reiche 33 von der Kontaktf lache 31 aus betrachtet nahe der 
Begrenzungslinie 12. Zu bevorzugen ist es jedoch, wenn der 
Durchkontaktierungsbereich 33 von der Kontakt f lache 31 aus 

15 betrachtet in Richtung des Zentralbereichs 34 gelegen ist. 

Die Kontaktseitenmetallisierung weist daruber hinaus Bereiche 
32 auf, die ein erhohtes Widerstandsmoment im Bereich der 
spater zu montierenden integrierten Schaltung bewirken. Hier- 

20 durch wird die Biegesteif igkeit des Tragerelementes 11 er- 

hoht . Die Bereiche 32 sind dabei derart ausgestaltet , daS sie 
in etwa die Breite des Zentralbereiches 34 aufweisen. Die Be- 
reiche 32 erstrecken sich dabei iiber eine Symmetrielinie 40 
des Tragerelementes 11. Dadurch, da£ die Breite der Bereiche 
32 mit der Breite des Zentralbereiches 34 in etwa iiberein- 
stimmt, ergeben sich zwei parallel zu der Symmetrielinie 40 
verlaufende Soil -Biegelinien 43, entlang derer das Tragerele- 
ment bei einer zu grofien Biegebelastung abknicken kann. Hier- 
durch ist sichergestellt , daS auf die integrierte Schaltung 

3 0 keine Biegebelastungen einwirken. 

Die Metallisierungen 17, 18, 28, die Teil der Einsat zseiten- 
metallisierung sind, dienen vorteilhaf terweise zur Stabili- 
sierung des Substrates 10. Die Metallisierungen 28 umgeben 
35 die Indexierungslocher 16 und sind miteinander iiber Stege 
verbunden. Querstege 18 verlaufen im vorliegenden Ausfiih- 
rungsbeispiel zwischen benachbarten Tragerelementen 11 und 


P2001, 0655 DE E 


16 

erstrecken sich entlang der Rander des Bandes 1. Justiermar- 
ken 17 sind Bestandteile der Querstege 18. Die Querstege 18 
haben neben der Stabilisierung keine weitere Funktion, wah- 
rend die Justiermarken 17 fur optische Erkennungs sy s t erne ver- 
5 wendbar sind. Die Justiermarken 17 sind im vorliegenden Aus- 
f iihrungsbeispiel als Quadrate ausgebildet . Je nach Erken- 
nungssystem konnten die Justiermarken auch als Kreuze, Krei- 
se, Rechtecke oder anderswie ausgestaltet sein. Die Justier- 
marken 17 miissen auch nicht notwendigerweise Bestandteil der 
10 Querstege 18 sein . 

Die Figuren 3 und 4 zeigen ein zweites Ausf iihrungsbeispiel , 
wobei in Figur 3 ein Ausschnitt aus der Kontaktseite des Sub- 
strates gezeigt ist, wahrend in Figur 4 ein Ausschnitt aus 
15 der Einsatzseite des Substrates dargestellt ist. Die Figuren 
5 und 6 zeigen jeweils die Kontaktseiten- beziehungsweise 
Einsatzseitenansicht eines Tragerelementes gemaS dem zweiten 
Ausf iihrungsbeispiel in vergroSerter Darstellung. Die Kontakt- 
seitenmetallisierung des zweiten Ausf iihrungsbeispieles unter- 
20 scheidet sich von dem des ersten Beispieles dadurch, daS der 
Zentralbereich 34 nicht als Rechteck ausgebildet ist, das ei- 
ne groSere Flache einnimmt als die integrierte Schaltung. Der 
Zentralbereich 34 ist im vorliegenden Ausf iihrungsbeispiel 
vielmehr kreisformig ausgebildet und nimmt eine kleinere Fla- 
che als die auf der Einsatzseite auf zubringende integrierte 
Schaltung ein. Diese Ausgestaltung weist den Vorteil auf, dafi 
die Kontaktf lachen 31 in Richtung des Zentralbereiches eine 
grofiere Flache aufweisen konnen, welche dann als Durchkontak- 
tierungsbereich verwendet werden konnen. Dariiber hinaus sind 
30 die Bereiche 32 mit einem erhohten Widerstandsmoment vergro- 
Sert . Die VergroSerung betrifft dabei eine groSere Ausdehnung 
in Richtung des Zentralbereiches, wodurch der Modulbiegewi- 
derstand des Tragerelementes erhoht wird. Die Breite des Be- 
reiches 32 der Figur 3 entspricht der Breite in der Figur 1, 
35 wobei durch die Enden Soil -Biegelinien 43 definiert sind. Bei 
einer Durchbiegung des Tragerelementes bzw. des Chipmodules 
wiirden zwar die mittigen Kontaktf lachen 31 gebogen, die inte- 
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grierte Schaltung liegt jedoch in einem Bereich innterhalb 
der Sollbiegelinien 43 und ist deshalb geschutzt. 

Wie aus dem oberen rechten Tragerelement 11 der Figur 3 er- 
sichtlich ist, erfullen die Kontaktf lachen 31 die Erforder- 
nisse der ISO-Norm 7816-2. Die Anordnung der ISO-Felder 37 
und die Position 36, an denen die Kontaktst if te des Lesegera- 
tes auf die Kontaktf lachen 31 treffen, entsprechen der Ausge- 
staltung der Figur 1. 

Die Gestaltung der Einsat zseitenmetallisierung des zweiten 
Ausfuhrungsbeispieles entspricht im wesentlichen der Gestal- 
tung des ersten Ausfuhrungsbeispieles. Die Einsat zseitenme- 
tallisierung unterscheidet sich jedoch dadurch, daft die zwei- 
ten Enden 23 der Leiterzuge 26 jeweils eine weitere Kontakt- 
flache 25 aufweisen, wie dies gut aus Figur 6 ersichtlich 
ist. Die Kontaktf lache 24 und die Kontaktf lache 25 konnen da- 
bei ineinander iibergehen oder iiber einen Leiterzugabschnitt 
26 miteinander in Verbindung stehen. Die Kontaktf lachen 24 
entsprechen dem Layout der Kontakt stellen einer ersten inte- 
grierten Schaltung, wahrend die Anordnung der weitere Kon- 
taktstellen 2 5 dem Layout der Kontaktstellen einer weiteren 
integrierten Schaltung entspricht. Mit einem einzigen Sub- 
strat ist es somit moglich, das Kontaktstellenlayout unter- 
schiedlicher integrierter Schaltungen zu berucksichtigen . 
Denkbar ware prinzipiell auch, die Kontaktf lachen 24 oder die 
weiteren Kontaktf lachen 25 als Bondpad zu verwenden. 

Die Figuren 7 und 8 zeigen jeweils die Kontaktseiten- bezie- 
hungsweise Einsat zseitenansicht eines Tragersubstrates gemaS 
einem dritten Ausf iihrungsbeispiel , wobei das Layout der Ein- 
sat zseitenmetallisierung in Figur 9 vergrolSert dargestellt 
ist. Das Layout der Kontaktseitenmetallisierung gemaS Figur 7 
entspricht dabei dem Layout der Kontaktseitenmetallisierung 
des zweiten Ausf uhrungsbeispiel gemaS den Figuren 3 und 5. 
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Die Einsatzseitenmetallisierung gemaS Figur 8 stellt eine Er- 
weiterung des Layouts des zweiten Ausf vihrungsbeispiels gemafi 
Figur 6 dar. Die Leiterzvige 26 sind hierbei mit flachigen Me- 
tallisierungen 27 versehen, die einen groSen Teil der Flache 
eines Tragerelementes 11 einnehmen. Durch die flachigen Me- 
tallisierungen 27 ist lediglich der Bereich ausgespart, in 
welchem die integrierte Schaltung aufzubringen ist. Die An- 
ordnung der Kontakt f lachen 24 und der weiteren Kontaktf lachen 
2 5 entspricht ansonsten der Anordnung aus dem zweiten Ausfvih- 
rungsbeispiel gemaS Figur 6. Es versteht sich von selbst , daS 
die flachigen Metallisierungen 27 jeweiliger Leiterzuge 26 
keinen elektrischen Kontakt zueinander aufweisen. Die flachi- 
gen Metallisierungen 27 dienen in erster Linie dazu, die 
Steifigkeit des Tragerelementes weiter zu erhohen. Durch die 
beidseitige Metallisierung des Substrates 10 ergibt sich eine 
hohere Steifigkeit, die die Verwendung eines dunneren Sub- 
stratmaterials, zum Beispiel aus PEN, PET, PI oder Papier er- 
moglicht . 

Wie weiter oben bereits ausgefiihrt, ermoglichen es diese Ma- 
terialien, die Metallisierungen aufwachsen zu lassen und auf 
die Verwendung von Klebstoff bei der Verbindung der Metalli- 
sierung und des Substrates zu verzichten. 

Figur 10 zeigt schlieSlich einen Teil der Einsatzseitenmetal- 
lisierung, aus der die Anordnung eines Versteif ungsrahmens 41 
ersichtlich wird. Der Versteif ungsrahmen 41 kann, wie dies in 
dem vorliegenden Beispiel gezeigt ist, Teil der Einsatzsei- 
tenmetallisierung sein. An den Stellen, an denen er sich mit 
Leiterzugen oder Bereichen der Kontaktelemente 21 kreuzt, 
weist der Versteif ungsrahmen 41 Unterbrechungen 42 auf zur 
Vermeidung von Kurzschlussen. Auf den Versteif ungsrahmen 41 
konnte ein weiterer Verstarkungsrahmen aufgesetzt werden. Die 
Befestigung konnte beispielsweise mittels eines nicht- 
leitenden Klebers erfolgen. 
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Daruber hinaus ist aus der Figur 10 ersichtlich, wie die Kon- 
taktflachen 24 als Kontrollmarken beim Aufbringen der inte- 
grierten Schaltung dienen konnen. Mit dem Bezugszeichen 51 
sind die Seitenkanten einer spater auf zubringenden integrier- 
ten Schaltung gekennzeichnet . Wird die integrierte Schaltung 
optimal auf das Substrat aufgebracht, so steht immer ein Teil 
der Kontaktf lachen 24 iiber die Seitenkanten 51 xiber, wie dies 
in Figur 10 dargestellt ist. Idealerweise sind die Seitenkan- 
ten 51 der integrierten Schaltung und die Rander der Kontakt- 
f lachen zueinander parallel ausgerichtet . Es ist somit eine 
visuelle Uberpriifung moglich, ob die Flip-Chip-Kontaktierung 
der integrierten Schaltung mit den Kontaktf lachen der Ein- 
satzseitenmetallisierung korrekt stattgef unden hat. 
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Patentanspriiche 

1. Nicht-leitendes, ein Band oder einen Nutzen bildendes Sub- 
strat (10) , auf dem eine Vielzahl an Tragerelementen (11) , 
insbesondere zum Einbau in eine Chipkarte, ausgebildet ist, 
die jeweils durch eine Begrenzungslinie (12) gebildet sind, 
welches Substrat (10) eine Kontaktseite (13) und eine der 
Kontaktseite gegeniiberliegende Einsatzseite (14) aufweist, 
wobei die Einsatzseite mit einer leitenden Einsat zseitenme- 
tallisierung (20) versehen ist 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die Einsat zseitenmetallisierung (20) derart ausgebildet ist, 
da£ eine elektrische Verbindung zwischen Kontaktstellen einer 
spater auf der Einsatzseite auf zubringenden integrierten 
Schaltung und der Einsatzseitenmetalliserung mittels Flip- 
Chip-Kontaktierung erfolgen kann. 

2. Substrat nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
die Einsat zseitenmetallisierung (20) eine Mehrzahl an Kontak- 
telementen (21) innerhalb jeder Begrenzungslinie (12) auf- 
weist, die zumindest teilweise zur Kontakt ierung mit Flip- 
Chip-Kontakten der integrierten Schaltung vorgesehen sind. 

3. Substrat nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die Kontaktseite (13) des Substrates (10) mit einer Kontakt- 
seitenmetallisierung (30) versehen ist. 

4 . Substrat nach Anspruch 3 , 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die Kontakt seitenmetallisierung (3 0) nach dem elektrischen 
Freistanzen eine Mehrzahl an elektrisch voneinander getrenn- 
ten Kontaktf lachen (31) innerhalb jeder Begrenzungslinie (12) 
umf aSt . 

5. Substrat nach Anspruch 4, 
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dadurch gekennzeichnet, daS 

die Kontaktf lachen (31) der Kontaktseitenmetallisierung (30) 

als ISO-Kontaktf lachen ausgebildet sind 

5 6. Substrat nach Anspruch 4 oder 5, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die Kontaktf lachen (31) der Kontaktseitenmetallisierung (30) 
zumindest teilweise eine. elektrische Verbindung zu den Kon- 
taktelementen (21) der Einsatzseitenmetallisierung (20) auf- 
10 weisen. 


dadurch gekennzeichnet, daS 
die elektrische Verbindung mittels durch das Substrat (10) 
15 reichender Durchkontakt ierungen (15) hergestellt ist. 

8. Substrat nach Anspruch 7, 


die Durchkontaktierungen (15) jeweils in einem Durchkontak- 
20 tierungs-Bereich (33) der Kontaktf lachen (30) der Kontaktsei 
tenmetallisierung (30) angeordnet sind, der nicht zum Kontak 
tieren mit einem externen Lesegerat (ISO-Feld) bestimmt ist. 

9. Substrat nach einem der Anspriiche 3 bis 8, 
25 dadurch gekennzeichnet, daS 

die Kontaktseitenmetallisierung (30) Bereiche (32) innerhalb 
jeder Begrenzungslinie aufweist, die ein erhohtes Wider- 
standsmoment im Bereich der integrierten Schaltung bewirken. 

3 0 10. Substrat nach Anspruch 9, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die Bereiche (32) mit erhohtem Widerstandsmoment die Symme- 
trielinie (40) , die zwischen den gegemiberliegenden Kontakt- 
flachen (31) der Kontaktf lachenmetallisierung (30) gebildet 

35 ist, kreuzen. 

11. Substrat nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 



7. Substrat nach Anspruch 6, 


dadurch gekennzeichnet, daS 


» 1 
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dadurch gekennzeichnet, daS 
die Kontaktelemente (21) der Einsat zseitenmetallisierung (20 ) 
in Form von Leiterzugen (26) ausgebildet sind, die jeweils 
ein erstes und ein zweites Ende (22, 23) aufweisen. 


12. Substrat nach Anspruch 11, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
das erste Ende (22) des Leiterzuges (26) mit einer der Durch- 
kontaktierungen (15) iiberlappt und mit dieser in elektrischer 
10 Verbindung steht . 


W 13. Substrat nach Anspruch 11 oder 12, 

dadurch gekennzeichnet, date 
das zweite Ende (23) eine erste Kontaktf lache (24) zur Kon- 
15 taktierung mit einem Flip- Chip -Kontakt der integrierten 
Schaltung aufweist . 

14. Substrat nach einem der Anspruche 11 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

2 0 zumindest manche der Leiterziige (26) zumindest eine weitere 
Kontaktf lache (25) aufweisen, die mit der ersten Kontaktfla- 
che (24) des Leiterzuges entweder direkt oder iiber einen Ab- 
schnitt (26a) des mit der ersten Kontaktf lache (24) verbunde- 
nen Leiterzuges (26) in elektrischen Kontakt steht oder mit 

z5 dem Leiterzug (26) iiber einen Leiterzugabzweig in elektri- 
schen Kontakt steht, wobei die weiteren Kontaktf lachen je- 
weils zur Kontaktierung mit einem Flip-Chip-Kontakt der inte- 
grierten Schaltung vorgesehen sind. 

30 15. Substrat nach Anspruch 14, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
die Kontaktf lachen (24) und die weiteren Kontaktf lachen (25) 
derart ausgestaltet sind, daS sie als Kontrollmarken beim 
Aufbringen der integrierten Schaltung dienen, indem die Kon- 

35 taktf lachen (24, 25) iiber die Seitenkanten (51) der inte- 
grierten Schaltung (50) geringfiigig hinausragen. 


5 
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16. Substrat nach einem der Anspriiche 11 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
zumindest manche der Leiterziige (26) mit flachigen Metalli- 
sierungen (27) versehen sind, die zur Erhohung der Biegestei- 
figkeit des Substrates (10) dienen. 

17. Substrat nach Anspruch 16, 

dadurch gekennzeichnet, daS 

die flachigen Metallisierungen (27) innerhalb der jeweiligen 

Begrenzungslinien (12) eines Tragerelementes (11) ausgebildet 

sind. 

18. Substrat nach Anspruch 16 oder 17, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

die flachigen Metallisierungen (27) in einem Bereich auSer- 
halb der spater auf zubringenden integrierten Schaltung vorge- 
sehen sind. 

19. Substrat nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

das Substrat (10) Indexierungslocher (16) aufweist, die auf 
der Einsatzseite (14) und/oder der Kontaktseite (13) zur Ver- 
steifung des Substrates von Metallisierungen (28, 35) umgeben 
sind . 

20. Substrat nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

das Substrat mit Just iermarken (17) fur die Orientierung von 
Bestuckungsmaschinen versehen ist, die Bestandteil der Ein- 
satzseiten- und/oder der Kontaktseitenmetallisierung (20, 30) 
sind. 

21. Substrat nach einem der vorhergehenden Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

das Substrat Querstege (18) zwischen benachbarten Tragerele- 
menten (11) aufweist, die Bestandteil der Einsat zseiten- 
und/oder Kontaktseitenmetallisierung (20, 30) sind. 
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22. Substrat nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
die Einsatzseitenmetallisierung (20) im Bereich der spater 
5 auf zubringenden integrierten Schaltung Abstandshalter umfafit, 
die fur eine Planparallelitat zwischen der integrierten 
Schaltung und der Einsatzseite (14) des Substrates (10) sor- 
gen . 

10 23. Substrat nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 

Jjh" auf der Einsatzseite (14) des Substrates (10) ein Verstei- 

fungsrahmen (41) angeordnet ist, der den Bereich, der fur die 
spater auf zubringende integrierte Schaltung vorgesehen ist, 

15 umgibt . 

24. Substrat nach Anspruch 23, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
der Versteif ungsrahmen (41) Teil der Einsat zseitenmetallisie- 
20 rung (20) ist. 

25. Substrat nach Anspruch 23 oder 24, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
der Versteif ungsrahmen (41) im Kreuzungs- oder Uberlappungs- 

5 bereich mit Kontaktelementen der Einsatzseitenmetallisierung 
(20) Unterbrechungen (42) aufweist zur Vermeidung von Kurz- 
schliissen. 

26. Substrat nach Anspruch 24 oder 25, 

30 dadurch gekennzeichnet, dafi 

der Versteif ungsrahmen (41) aus einem nicht-leitenden Materi- 
al besteht 

27. Substrat nach Anspruch 26, 

35 dadurch gekennzeichnet, daS 



P2001, 0655 DE E 


25 

der Versteif ungsrahmen (41) den Bereich, der fur die spater 
auf zubringende integrierte Schaltung vorgesehen ist vollstan- 
dig umgibt . 

5 28. Substrat nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, daS 
das Substrat aus PEN , PET , PI oder Papier besteht . 

29. Substrat nach Anspruch 28, 

10 dadurch gekennzeichnet, daS 

die Dicke des Substrates in etwa 50 bis 125 jam betragt . 

Wo 

r 

30. Substrat nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
dadurch gekennzeic.hnet, daS 

15 die Kontaktseitenmetallisierung (30) und die Einsat zseitenme- 
tallisierung (20) durch einen Auf wachsprozeS erzeugt sind. 

31. Substrat nach Anspruch 30, 

dadurch gekennzeichnet, daS 
20 die Kontaktseitenmetallisierung (30) und die Einsat zseitenme- 
tallisierung (20) eine Dicke von weniger als 40 jam aufweisen. 


* 
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Zusammenf as sung 

Nicht-leitendes , ein Band oder einen Nutzen bildendes Sub- 
strat, auf dem eine Vielzahl von Tragerelementen ausgebildet 
5 ist 

Es wird ein nicht -leitendes , ein Band oder einen Nutzen bil- 
dendes Substrat vorgeschlagen, auf dem eine Vielzahl an Tra- 
gerelementen, insbesondere zum Einbau in eine Chipkarte aus- 

10 gebildet ist, die jeweils durch eine Begrenzungslinie gebil- 
det sind, welches Substrat eine Kontaktseite und eine der 
Kontaktseite gegeniiberliegende Einsatzseite aufweist, wobei 
die Einsatzseite mit einer leitenden Einsat zseitenmetallisie- 
rung versehen ist und die Einsat zseitenmetallisierung derart 

15 ausgebildet ist, daS eine elektrische Verbindung zwischen 

Kontaktstellen einer spater auf der Einsatzseite aufzubrin- 
genden integrierten Schaltung und der Einsatzseitenmetalli - 
sierung mittels Flip-Chip-Kontaktierung erfolgen kann. 

2 0 Figur 2 


* 


P2001 / 0655 DE E 


27 

Bezugszeichenliste 

1 Band 

10 Substrat 

11 Tragerelement 

1 2 Begrenzungsl inie 

13 Kontaktseite 

14 Einsatzseite 

1 5 Durchkont akt i e rung 

16 Indexierungsloch 

17 Justiermarke 

18 Quersteg 

2 0 Einsatzseitenmetallisierung 

2 1 Kontaktelemente 

22 Erstes Ende 
2 3 Zweites Ende 
24 Kontaktf lache 
2 5 Kontaktf lache 

26 Leiterzug 

2 6a Leiterzugabschnitt 

2 6b Leiterzugabzweig 

27 flachige Metallisierung 

28 Metallisierung (urn Indexierungsloch) 

3 0 Kontaktseitenmetallisierung 
3 1 Kont akt f 1 ache 

3 2 Metal lisierungs-Bereich 

3 3 Dur c hkon t akt i e rung sbe r e i ch 

34 Zentralbereich 

35 Metallisierung (urn Indexierungsloch) 
3 6 ISO-Kontaktierposition 

3 7 ISO- Kontaktf eld 


40 


Symme t r i e 1 ini e 
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41 Versteifungsra hme n 

42 Unterbrechung 

4 3 Soli -Biegelinie 

5 0 integrierte Schaltung 

51 Seitenkanten (der integrierten Schaltung) 








